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※概要（Summary）： 

LSI 上のトランジスタ集積密度の加速度的な向上

が進むにつれて回路の動作速度も飛躍的に向上して

きたが、近年金属配線の性能の限界が集積回路の性能

を律することが懸念されている。金属配線を光配線に

置き換える光インターコネクトが注目されているが、

チップ内光インターコネクトの開発にあたっては、直

接遷移型で発光効率が高い III-V族半導体をSi基板上

に集積することが望まれており、当研究室では Si 基

板上への III-V 族半導体のヘテロエピタキシャル成長

によるモノリシック集積の研究を行ってきた。本研究

では、微小領域選択成長 MOVPE によって結晶成長

される Si 基板上 InGaAs マイクロディスクの Si 

基板上レーザーへの応用を検討することを目的とす

る。 

 
※実験（Experimental）： 

熱酸化によって(111)Si ウエハー上に酸化膜を形成

し、東大拠点の電子線描画装置 F5112(ADVANTEST)

を用いて直径 1ミクロンの円形開口パターンを数〜数

十ミクロン間隔で大面積に描画した。酸化膜のエッチ

ングを行って成長領域を作製し、東大拠点のダイシン

グソーDAD340(Disco)によって成長装置に導入できる

サイズに切断した。その後有機金属気相成長法によっ

て InAs の成長を行い、成長領域が InAs でカバーされ

た後に InGaAs の成長に切替えて、開口を中心とした

InGaAs ディスクを得た。 

従来の研究では間隔を 7ミクロンに固定して結晶成

長の条件の最適化を行っていた。ディスクの中心部分

には欠陥が生じやすく、この領域に光を閉じ込めるの

は望ましくない。ディスクを広くすることで共振モー

ド分布をディスク中央から離すことができると期待

できるが、一方でマスク領域が広すぎるとマスク上で

異常結晶成長しやすくなる。10 ミクロンまでの間隔で良

好な形状のディスクを得ることができた。得られた

InGaAs ディスクの発光特性を測定した。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

 InGaAs ディスクの発光特性を PL 法によって測定し、

近赤外領域の非常に広い波長領域で発光していることが分

かった。これはディスク内の組成比がばらついていること

に起因しており、特にディスク外側ほど Ga 組成が高まり

発光波長がブルーシフトすることを確認した。また、低温

で測定を行うと、通常の半導体はブルーシフトをするのが

普通であるのに対して、本研究のディスクはレッドシフト

をする発光特性を示した。これらの結果もディスク内で組

成比がばらつき、バンドギャップが位置に依って異なるこ

とを示唆している。 

 

※その他・特記事項（Others）： 

ディスク中央部分を除去することで均一なバンドギャ

プを持つ構造を用いることやディスク全体を強励起す

ることを検討する。 
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